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中文摘要 

目前由於天然能源的缺乏，以致能源輸出國將各種原物料價格不

斷的提升，台灣每年約有95%的能源仰賴進口，所以利用再生能源的

科學研究將是迫在眉睫。其中太陽能源如果能有效率地利用，將是國

家最重要的科技發展重點之ㄧ。 

本計畫之中重點在於利用氮化物半導體製作全光譜太陽電池之

研究，由於氮化物半導體之能隙可以由 AlN(Eg=6.2 eV)調變至

InN(Eg=0.8 eV)，其能隙涵蓋了全太陽光頻譜，所以選擇氮化物半導

體進行製作太陽電池之研究。本計劃主要以本實驗室在 Sapphire 上成

長超高亮度氮化物發光二極體之經驗為基礎，發展在雙面拋光

sapphire 基板上成長太陽電池元件之 MOCVD 磊晶技術，以習知之技

術成長高品質之 InGaN 吸光層，藉由不同組成 InGaN 形成不同之吸

光區，配合現有之製程技術，開發高透光率之透明導電層及雷射剝離

基板之技術，提昇轉換效率製造出單接面或多接面的氮化物太陽電

池。如上所述本計畫可分為（一）高吸收(可見光區)InGaN 材料的成

長與材料分析；（二）高透光率之透明導電層之開發；（三）太陽能電

池製作與元件光電特性分析。 

 

 


